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AD 162 komplementar gepaart AD 162/AD 161 PNP/NPN

PNP-Transistor fur NF-Endstufen

AD 162 ist ein legierter PNP-Germanium-Transistor im Gehause 9 A 2 DIN 41875
(50T-9), Dear Kollektor ist mit dem Gehause elektrisch verbunden., Zur isolierten
Befestigung des Tranmsistors auf einem Chassis sind Isoliernippel und Glimmer-
scheibe vorgesehen, welche zusétzlich zu bestellen sind.

Der Transistor AD 162, zur Werwendung in NF-Endstufen, kann fir Gegentaktend-
stufen auch gepaart geliefert werden. Mit AD 161 ist der Transistor AD 162 auch als
komplementares Paar lieferbar.
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AD 162 komplementar gepaart AD 162/AD 161 PNP/NPN
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Statische Kenndaten (T, = 25°C)

Die Transistoren AD 162 werden bei —I. = 500 mA nach der statischen Stromver-
starkung & gruppiert und mit rédmischen Ziffern gekennzeichnet, Die folganden Werte
gelten bei einer Kollektorspannung von ={/-¢ = 1 V und den nachstehenden Kollek-

torstromen:
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mA, Ie 1y Ie /1 Ie1g Icﬂn v

60 67 98 170 |236 < 0,3

500 |76 (B0 bis 100)(110(75bis160)|190(125bis250) 260 (175 bis 350)|= 0,55

2000 (63 a2 160 220 < 1

Basis-Emitter-Spannung (-I: = 5 mA;

=Uep =10 W) = e 120 bis 160 mY

Kaollektor-Emitter-5Sattigungsspannung

(I =1 Afurdie Kennlinie, die bei konstantem
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Kollektor-Basis-Sperrspannung (Icga = 200 pA) —LUega| = 32 W

Kollektor-Emitter-Sparrspannung (Jleep = 0.5 A) —Legn | = 20 W

Emitter- Basis- Sperrspannung (Tepg = 200 pA) —Ugag| > 10 W

Paarungsbedingungen: AD 162 [ AD 162

(-Ic = 05 A: ~Ueg = 1V) g_' 1,25 -
Z
(I =50 mA; —Ugg = 10V) AUge | < 20 mV
FPaarungsbedingungen: AD 162 f AD 161
(=Je =05 A: Uge =1V) 81 \ =126 -
8,
Dynamische Kenndaten (7 = 25°C)
Arbeitspunkt: (=I; = 300 mA: =lice = 2 V)
Transitfrequenz fr 1.8 (= 1) MHz
Grenzfrequenz in Emitterschaltung fa 15 kHz
Kollektor-Basis- Kapazitat
{—Ucug = EII'H'I. f= 450 kHI} C“u 100 |]F
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